






化学气相沉积

系统

化学气相沉积

系统(PECVD)

低压化学气相

；K.积系统

I ICPCVD 

I PECVD 

LPCVD 

原子层积系统 I ALO 

III-V／硅基及基于蓝宝石／SiC等

非易挥发性村底的 III-V材料膜

系；

表面禁止带光刻胶；衬底表面可裸

露的金属：Al 、 Nb 、 Au 、 Cu

III-V，硅基；

衬底表面禁带光刻胶；

衬底表面可裸露的金属：Au

硅基（表面无金属）

蒸锁薄膜：Si02、SiN,村
底温度：90-140 °C

配气：

SF6/02/Ar/SiH4/N2/N20 

蒸锁薄膜：Si02 、 SiN,衬
底温度：300 °C

配气：

NH3/CF4/SiH4/N2/N20 

共4根炉管：1 号：蒸锁

Si02, 2号：蒸镁SiNx,3 

号：蒸锁多晶硅／掺杂多晶

硅，4号：湿氧生长二氧化

硅，退火

配气：N2 、 02 、 H2 、 4%H2/N2 、

SiH4 、 NH3 、 SiH2Cl2 、

15%PH3/SiH4 

言挥

／

勹言言／二
二

，T102Hf02

2号·物理刻蚀

2号腔体：硅基； 3号：Mo锁膜

氮化铝集成溅
I

AlN Sputter 3 、 4 、 5 号 腔体： 硅 基 ／ 蓝宝石 4号：Al N 、 Al锁膜

射仪(E20011) I Cluster I /SiC/LN 等非易挥发性衬底，其中 5号：AlScN锁膜或Mg 、 Hf

衬底为LN时仅允许室温生长； 材料，如生长非目前使用的

Al (Sc)N,需要自配内衬

(C)刻蚀腔体工艺设备： 一般发生交叉污染的概率较高，在做不同种类111-V材料刻蚀前，须

做腔体清洗＋跑陪片(conditioning)；使用Cl基时，做完工艺需要立刻把管道残留的气体purge

干净，以防气体腐蚀管道

大仪系统设备

名称

反应离子刻蚀

系统

等离子刻蚀系

统

高功率等离子

体刻蚀机
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I 设备名称 I 适用衬底 I 设备限制说明

RIE 

ICP-RIE 

HP-RIE 

III-V／硅基／蓝宝石／SiC等非易挥 允许刻蚀的材料：

发性衬底 Si02,Si N,不同衬底分时段

刻蚀区域前后可裸露的金属 Nb, 使用

Au, Al, Cu 配气：SF6/02/Ar/CF4/CHF3

允许刻蚀的刻蚀：III-V族

材料(GaSb, InAs, InP) 
III-V,硅及基于蓝宝石／S式等非

I配气：
易挥发村底基的 III-V材抖膜系

SF6/02/Ar/CH4/H2/N2/Cl2 

/BC13 

允许刻蚀的材料：III-V族

材料(GaAs, GaN, AlN等

I II -V,硅及基于蓝宝石／S式等非 不含In 的材料）

易挥发性衬底的III-V材料膜系 配气：

SF6/02/Ar/CF4/Cl2/BC13/ 

H2 






